Miroirs de courants a base de bipolaire:
Les miroirs de courant peuvent être à base de transistors NPN pu PNP. Du fait de la symétrie, on ce borne a l’étude des structures NPN.

Pour caractériser un miroir, il faut apprécier :

· Précision de la recopie  IOUT = K.IIN
avec le plus proche de 1 

· VIN(min), VOUT(min), c-a-d la dynamique (swing)

· RIN et ROUT

Lors de l’étude, on suppose que le transistor se comporte en générateur de courant idéal, cela signifie que ROUT ( (, par conséquent VA( ( 

Miroir bipolaire simple :
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Le transistor Q1 est connecté en diode, alors  VCB = 0V

Par définition, on peut écrire :
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image4.wmf]
Si Q1, Q2 sont identiques :   VBE 1 = = VBE2
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Comme  IS1 = = IS2   ( ce qui été prévisible au vu des similitudes )

On peut en conclure que le courant qui circule dans le collecteur de Q1 possède la même valeur que celui issu du collecteur de Q2 :
 IC1 = IC2
On peut aussi écrire l’équation de la maille :   
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Si le courant I1 est fixé par une résistance R1 ( on utilise aussi une charge active avec un autre transistor).
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 on remarque que pour 
[image: image9.wmf]b

®+¥

 alors  I1 = = I2      (CQFD)

Enfin,
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Pour 
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, l’erreur est de 2%.

En l’état, cela paraît être acceptable. Pourtant, plus le gain et petit et plus l’erreur de recopie est important.

a) Mise en équation de l’erreur

On sait que : 
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De même
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et  tout naturellement :
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donc, en rassemblant les différents expressions :  
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En remplaçant avec les expressions établies précédemment, on abouti au résultat suivant : 
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Dans les ouvrages spécialisés, on utilise les séries de Taylor afin de simplifier la relation.
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Pour une valeur de Bêta assez importante, ( ( 1. 


[image: image20.wmf]22

12

1

1.2

12

IIs

VV

I

Is

VAVA

»

æö

+-

ç÷

èø


comme Is1 = Is2, puis en réduisant grâce à Taylor 
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Maintenant, on fixe :
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Pour les valeur suivante :
V1 = VBE = 0.7V,  V2 = 5V, VA = 50 et (Is/Is = 0.02.

Au lieu d’obtenir un rapport de 1 (pour un cas idéal) on obtient : 
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Soit 11% d’erreur, ce qui peut être une inconvénient qui va limiter la fonction.

La valeur du gain ( est d’ordinaire comprise entre 50 et 300. 

Par conséquent,  il apparaît une erreur non négligeable entre I1 et I2 qui atteint plusieurs pourcents.

Afin de remédier à cet effet, on introduit une nouvelle structure :

Montage réhausseur de Bêta  ( Beta Helper). 

Avec cette structure, on effectue une compensation du courant de base. En effet, avec les montages ci-dessus, nous avons fait l’hypothèse suivante : IB1 = 0 et IB2 = 0.

Cependant ce n’est pas vrai.
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En réalité, 
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si Q1 et Q2 sont identiques

On sait que :
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Par analogie :
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Finalement, si on écrit l’équation de la maille, on obtient :


[image: image30.wmf](

)

2.1

12010

.1

IC

IINICIBIINIC

bb

--=Û--=

+

 

Comme IC1 = IC2 quand Q1 et Q2 ,

Alors
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On s’aperçoit que Q3 permet de réduire le facteur d’erreur introduit par la faiblesse du gain (.  

Cependant, la structure suivante n’a qu’une très faible influence sur la résistance de sortie.

//////

 SEDRA
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Grâce a ce montage , on réduit fortement l’erreur d’un facteur 
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Souvent on utilise une résistance pour obtenir IREF.

Ainsi :
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Bilan

Le miroir simple est très bien adapté pour générer un courant de l’ordre du mA (R voisin de 10K(. Pour des courants de plus faible valeurs (quelques µA), il faudrait une résistance R de forte valeur dont la surface occupée est non négligeable.

( ceci n’est pas acceptable.

On a recours à deux techniques afin de contourner le problème :

· Soit on réalise des transistors dont la surface d’émetteur est dans un rapport 
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· Mise en place d’une contre-réaction d’émetteur 


Miroir bipolaire avec résistance de dégénération :

- Permet d’accroître de façon significative la résistance de sortie.  

- La présence de la résistance améliore la précision de la recopie en courant.

Miroir Widlar simple:
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Equation de la maille :
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On rappelle que  :
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Içi : IOUT = IC2

Alors
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En reprenant les équations fondamentales :
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Alors
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Pour 
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on obtient :
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L’expression s’écrit :
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Comme les transistors Q1 et q2 sont identiques, par conséquent IS1 = IS2
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Comparaison  circuit Widlar / miroir  basique

On souhaite générer un courant constant IOUT = 10µA.

On pose VCC = 10V, VBE = 0.7V et IREF = 1mA

a) Source de courant simple
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b) Widlar   
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On a déterminer précédemment que :
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avec IREF = IIN

Donc,
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Remarque :

On constate que le circuit Widlar permet de générer une source de courant de très petite valeur, tout en utilisant une résistance  qui peut être aisément intégré. 

Par comparaison, si on utilise un miroir élémentaire, il fait prendre une résistance voisine  du mega ohms, ce qui est très important !!!.

Evaluation de la résistance de sortie

En premier lieu, on réalise le montage qui permet d’effectuer l’étude.

Pour cela, on place une générateur en sortie et on relier l’entrée au potentiel de référence (la masse).

Il vient 

Puis, en retouchant la structure.

Alors
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Comme le générateur de sortie est de la forme :
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En appliquant le relation de Kirchoff, on peut établir la relation du courant qui circule dans ro.

C’est à dire :
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Aux bornes du générateur de sortie :
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Et par analogie :
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En arrangeant la relation.
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On remarque que le résistance de sortie correspond  approximativement a la valeur :
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Cette dernière est bien plus élevée que la résistance de sortie d’un miroir élémentaire.

Ce montage est par conséquent plus intéressant que le précédent. 
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SEDRA
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b) Wildar amélioré

Dans le cas d’une forte variation de température, les tensions VBE et VT varient. Il faut introduire une compensation grâce à une contre-réaction sur chaque émetteur.
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La résistance interne équivalente est identique à celle du montage précédent.

Cependant, il ne faut pas oublier que la chute de tension aux bornes de R1 et R2 doit rester faible afin de conserver une dynamique  de fonctionnement acceptable.

////

Miroir de courant Wilson :
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Par combinaison et substitution
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Comme IC1 = = IC2, en remplaçant dans l’expression :
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Fonctionnement :

Basé sur une contre-réaction négative.

Si I2 croît (car VOUT croît), alors VBASE_Q1 augmente.

Par conséquent VBASE_Q3 baisse, ce qui stoppe la croissance de I2 qui va décroître.
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Il faut aussi constater que VCE1 = = 2.VCE2, ce qui ne correspond pas à ce que l’on recherche, a savoir, une égalité unitaire. 

Miroir cascode :

Enfin, on trouve le miroir cascode utilisant quatre  transistors, ce qui permet d’obtenir une source de courant dont l’impédance est quasi infinie, à cause de Q2 qui est en série avec Q4.

Ce montage permet d’obtenir une forte résistance de sortie.

a) Avantages :

Cette structure permet d’obtenir IB1 = = IB2, par conséquent VCE1 = =VC2.
Si ( est suffisamment grand, la précision de recopie est bonne.

b) Inconvénients : Dynamique des signaux
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Or,

[image: image78.wmf]133

VCEVCEVBE

==


(connexion en transdiode)

Ainsi :
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Enfin, en utilisant les relations établies ci-dessus, nous trouvons :
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Comme on souhaite IOUT = IIN, on peut définir l’erreur systématique suivante :
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Les limitations introduite par le cascode peuvent être surmontés par l’utilisation de la structure Wilson.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rappel :
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En mode pentode :
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Diviseur de tension
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Içi VDS = VGS
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High swing cascode
Miroirs de courants a base de MOSFET:
Cicuit Wilson :

La précision de recopie reste faible car VDS1(VDS2


[image: image97.wmf](min)2.

(min)2.2.

VoutVTV

VinVTV

=+

=+


[image: image98.png]Tar
E P
it
~ H
Gl
L) 0L





Les trois transistors sont connectés de manière à présenter une contre-réaction.

Lorsque l'on applique un courant à l'entrée, le transistor T3 conduit et une tension Vgs1 apparaît aux bornes de t1 et T2. Si on souhaite augmenter de façon externe le courant de sortie, la tension Vgs1 augmente ce qui a pour effet de faire baisser la tension de grille de T3. Ce dernier conduit moins et stabilise ainsi le courant de sortie.

En fait, l'impédance de sortie de cette source de courant est nettement plus élevée (facteur mille) que celle du simple miroir.   

a) Calcul de ROUT

Dans ce cas, iin =0 
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En remplaçant :



[image: image101.wmf](

)

13.21.1.3.3

2..3.2.11.1.2.302.

12.2

gmrogmrogmro

Voutroioutgmrogmrovgsioutror

gmro

éù

æö

++

=++=+

êú

ç÷

+

èø

ëû

 


[image: image102.wmf]13.21.1.3.31.1.3.3

302.

12.22

Voutgmrogmrogmrogmrogmro

ROUTror

ioutgmrogm

æö

++

==+»

ç÷

+

èø


b) Calcul de RIN

Içi, vout=0
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Circuit Cascode :
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Içi, VDS1=VDS2
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a) Calcul de ROUT
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Comme  iin=0 , alors v1=v3=0
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de plus on a vgs2=0

Il vient :
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b) Calcul de RIN
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Miroir de courant « Cascode regulated »
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Le miroir de courant est performant car VDS4=VDS2
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Référence de tension:
Objectif : Haut degrés de stabilité et de précision

- indépendant vis à vis de l’alimentation
- indépendant face à la température
- insensible aux variations apparues au cours du processing
- immunité au bruit et au interférences (perturbations) avoisinantes

 L’objectif d’une référence est d’obtenir une tension possédant un haut degrés de stabilité vis à vis de la température (coefficient de température très faible pour minimiser la dérive). De plus, on souhaite qui la tension soit indépendante des paramètres technologiques (technologie, composants utilisés,  mode de process, dopage…). Enfin, elle doit être insensible aux fluctuations éventuelles de la tension d’alimentation du système (supply rejection)

, mais aussi des variations de la charge. Enfin, il faut concevoir des circuits peut sensibles aux dérives des caractéristiques lors de la fabrication (processing).

Indépendance de VREF par rapport à VDD :

La littérature fait apparaître le concept de sensibilité S.

Définition :
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On écrit :
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Signification : si la sensibilité S = 1, une variation de 10% de VDD entraîne aussi un décalage de 10% pour VREF.

Idéalement, on voudrait avoir S ( 0 pour avoir une réelle indépendance.

Montages classiques :
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A partir de l’expression générale du courant en régime pentode


[image: image118.wmf](

)

2

.

.

.

.

2

VT

VGS

Cox

µn

L

W

IDsat

-

=




Souvent on note  
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   donc  
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or  
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On va extraire des tensions propres au grandeurs physiques mises en jeu dans le matériau silicium, on parle de tensions intrinsèques.

On dispose des tensions suivantes :


· La tension thermique des électrons qui correspond à la tension 
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On remarque que UT est proportionnelle à la température, on parle de PTAT
(Proportionnal TO Absolute Temperature)

· la largeur de la bande interdite du silicium qui correspond a VGAP, cette dernière décroît très lentement lorsque la température augmente (comprise entre 1.2V et 1.15V). Soit une différence de 5mV !!!

· On sait que la tension en directe d’une jonction varie sous l’effet de la température :  
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 , on constate que le coefficient de température est négatif.


Extraction d’une tension proportionnelle à UT :

Avec des transistors bipolaires

a) Bandgap classique 


On utilise Q1 et Q2 afin d’imposer I1 = I2 dans chaque branche.

Le miroir Q3-Q4 placer en dessous est dit dégénérer
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Comme on impose I1 = I2,  
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Le point P est stable et le point Q est théoriquement instable. Cependant, il existe un courant de fuite sur Q3, car IB n’est pas nul en parallèle, ce qui rend le point Q stable. Donc, ce circuit n’est pas auto-démarrant, il faut lui adjoindre un circuit de démarrage adéquat qui va forcer de manière transitoire le courant I1 au dessus du point M.

De plus, pour obtenir une bonne précision sur le rapport K, celui-ci est réalisé par K+1 transistors identiques arrangés concentriquement.

Extraction de la tension de bande interdite :

Principe :

L’expression de VT0 inclus la tension de bande plate VFB, et VFB comprend le travail de sortie, 
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, c’est à dire la différence de potentiel pour l’extraction d’un électron entre la grille et le substrat. Dans le cas d’une grille en poly-silicium,  
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 dépend du dopage de la grille.

Référence de tension basée sur la bande interdite – Bandgap :

Principe :

Compensation de la décroissance linéaire de VBE (VBE varie en fonction de T),  

Pour ce faire, on additionne VBE(T) à une tension proportionnelle à T (PTAT) que l’on nomme V(T).
Réalisations en technologie bipolaire :

On utilise la différence des tensions VBE pour créer une tension de correction.

Bandgap Wildar (Wildar diode reference): 

Le circuit peut être polarisé par une source de courant, cependant, pour simplifier il est aussi possible d’utiliser une résistance de tirage vers l’alimentation. 
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La référence de tension VREF s’écrit :
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Bilan :

- Point A = VBEQ1

- Point B = VBEQ3

Si R1 = R3, alors on peut écrire :  IC1 = = IC2


On a fixer :   Aire Q1 = 1 et Aire Q2 = 10

Par définition : 
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A cause de VR2, VBEQ1 et VBEQ2 ne sont pas identiques.
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On a fixer :   Aire Q1 = 1 et Aire Q2 = 10
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Ignorons les courants de base, dans ce cas IC2 = = IE2
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Remarque : Si T croît alors VR1 aussi, on obtient un coefficient de température positif.
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soit 
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Les ouvrages spécialisés donnent précisément :
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coefficient de température négatif.

Pour obtenir un coefficient global de température nul, il faut :  
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il faut R1 = 9.R2

Finalement, 
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Pour le silicium, EG = 1.205V

Limitations :

- Les performances du montage suivant dépendent de la densité de courant qui circule dans Q3. En effet, si on charge le circuit, IC3 varie, VBEQ3 aussi, par conséquent VREF est faussé car il n’est plus fixe.
- Plage d’utilisation en température très restreinte (autour de la tension de Gap). 
- une seule référence de tension possible 

Bandgap Wildar (Wildar diode reference): 

Ce montage combine un bandgap et un amplificateur. Il a été développé par Paul Brokaw, chef de projet chez Analog Devices.
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Avantages :

- VBG peut varier sur une plage car il dépend du rapport 
[image: image142.wmf]4
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- La valeur de la charge n’affecte pas la tension VREF du bandgap. De plus le résistance de sortie est limité par l’effet de la contre-réaction négative.

Réalisations en technologie MOS :

//////////////////////////////////////

Référence de courant:

Contrairement aux tensions, il n’existe pas de courant de référence dont la valeur soit directement liée à des constantes physique. Par conséquent, la valeur du courant obtenu sera toujours dépendante de paramètres technologiques. Inévitablement, cela influe sur la précision (les ouvrages de référence donnent une précision comprise de 10 à 50% !!!).

Pourtant, tout circuit intégré a besoin d’au moins une référence de courant dont des copies sont utilisées pour polariser les différents blocs de la puce. 

Pour contourner ce problème, il existe différentes solutions :

Conversion tension-courant :

Grâce à la loi d’ohm, on va générer un courant à partir d’une référence de tension qui polarise une résistance. La précision est limité par celle de la résistance utilisée.

Utilisation d’un OTA : (Operational Transconductance  Amplifiers)

Il s’agit d’un amplificateur à transconductance  (amplificateur de courant) qui fournit un courant de sortie I0 proportionnel à la tension différentielle d’entrée.
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La transconductance gm s’exprime en mA/V (ou en mSiemens).

Différences par rapport a l’AOP :

· Comme l’OTA est une source courant, son impédance de sortie est élevée (AOP quelques ohms.
· Il est possible de concevoir des montages sans contre-réaction, donc le circuit se comporte comme un éléments passifs (résistances, condensateurs).
Un OTA est essentiellement constitué d’une paire différentielle et de miroirs de courant.

Si le gain de l’amplificateur Av0=1, alors 
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///////////////////////////////////
Paire différentielle:

///////////////////////////////////

Comparateurs de tensions:

Un comparateur délivre le résultat de la comparaison de deux tensions VA et VB sous forme d’une variable logique 0 ou 1.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bilan récapitulatif

	Miroir de courant bipolaire
	Précision
	Résistance de sortie
	Résistance d’entrée
	Tension de sortie minimum
	Tension d’entrée minimum

	Simple
	faible
	
	
	
	

	Cascode
	Excellente
	
	
	
	

	Wilson
	faible
	
	
	
	

	Cascode régulé
	Très bonne
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les miroirs de courant à transistors sont largement utilisés dans les circuits intégrés analogiques, soit pour polariser les circuits, soit comme charge active d'amplificateurs. 

La polarisation au moyen de miroir de courant intégré présente divers avantages: 

• les circuits sont moins sensibles aux variations thermiques et aux variations de la tension d'alimentation
• pour de faibles courants, la surface utilisée est plus faible que pour une polarisation utilisant des résistances, 
• la consommation est bien contrôlée. 

L'utilisation de charges actives pour des amplificateurs permet d'atteindre de grands gains pour une faible tension d'alimentation. La résistance de sortie est élevée. 

Ce chapitre présente des miroirs de courant passifs et actifs à transistors MOS. 

Structure de base d’un miroir de courant

Soit le montage = polarisation par un pont diviseur
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La polarisation d’un transistor MOS en forte inversion (saturation) permet d’imposer un courant de sortie :
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Cette expression montre la dépendance entre le courant de polarisation et la tension d’alimentation. 

De même toute variation de température affecte la valeur de ( et de VTH donc de Iout.

Maintenant, considérons n transistors ayant les mêmes tensions de source et de grille.

Réduction de la conductance de sortie 
La conductance de sortie d'un transistor MOS saturé, ou d'un transistor bipolaire en régime actif, n'est pas nulle, à cause de l'effet de modulation de longueur du canal (effet Early). Il s'ensuit que le courant de sortie du miroir dépend légèrement de la tension de sortie. 

On peut réduire fortement cet effet en évitant que les variations de la tension de sortie n'affectent la tension de drain ou de collecteur du transistor de sortie du miroir. Différentes solutions existe et elles sont décrites dans les paragraphes suivants. 

////////

Comment accroitre la résistance de sortie d’une source de courant ?.
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Or
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et
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Si on remplace VS par IOUT.R
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Si on remplace VS par IOUT.R
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Sachant qu’habituellement :  
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On réalise une simplification tel que 
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Au final, la résistance de sortie prend la forme suivante : ROUT = R.X
/////////////
On remplace la résistance précédente par un transistor.
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///////////////

Miroir de courant élémentaire
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En principe
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De plus pour dimensionner le miroir on utilise la relation suivante :
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 pour s’assurer que M2 est saturé

Par exemple :  IREF = 20µA, VDD = 5V, KP = 50µA/V² , VTH = 0.8V, L =5µm et 
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On suppose que VGS = 1.3V
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Comme nous souhaitons avoir ID1 = ID2 alors
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Donc W = 16µm

Par conséquent, la tension minimale qui est requise pour être en mode saturé vaut

Vds_sat = 1.3 – 0.8V

Enfin 
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En réalité : 
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Miroir de courant dégénéré

Pour augmenter l’impédance de sortie d’un miroir de courant, on utilise des transistors dits « dégénérés». 
Comme il n’y a pas de courant dans les grilles des transistors et que le la résistance équivalente du transistor M1 est 1/gm1, le schéma petits signaux de cette structure montre que le courant de sortie ΔIout est le même dans la résistance Rs.
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Voici le circuit équivalent
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et  
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Ainsi

[image: image171.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image172.wmf].

VGSVSIoutRs

-D=D=D


De même 
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Finalement
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En admettant que gm2 >> gds2, la résistance d’un miroir de courant dégénéré est :
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L’impédance de sortie est donc supérieure d’un facteur Rs.gm2 par rapport à un miroir de courant classique.

Il faut noter que le développement ci-dessus est effectué avec un transistor dont la source et le substrat sont connectés ensemble. Si on tient compte de l’effet de la modulation, on obtient   l’impédance de sortie suivante : 
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Miroir cascodé 
Le montage d’un miroir cascodé utilise le même principe que le miroir dégénéré, cependant, la résistance à la source est remplacée par un transistor ayant une impédance de sortie 1/gds1. En effet, un transistor M2 en montage grille commune et placé en série avec le transistor de sortie. Ce transistor absorbe l'essentiel des variations de tension de sortie 

Donc l’impédance de sortie d’un miroir de courant cascodé est  
[image: image178.wmf]2
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 fois supérieur qu’un simple miroir de courant.
Donc
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La tension de polarisation Vbias doit être suffisante pour assurer la saturation du transistor T1.
La tension de sortie Vout doit être suffisante pour saturer T2.
La valeur 
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 correspond au gain maximum possible avec un transistor Mos.

Miroir cascodé à basse tension

On a :

T1, T2  qui constituent le miroir de courant
T3 est le transistor cascode (grille commune)

T4 permet la polarisation de T3

Pour garantir une tension Vout minimum, le transistor T2 doit être dimensionné de telle manière que sa tension de drain soit égale à sa tension de saturation VD2=VSAT2.
En d'autre terme T2 est juste saturé. Il faut donc calculer la polarisation de T3 pour garantir cette condition.
En forte inversion

Comme deux 

////////

Wilson
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Wilson amélioré
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Cascode
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Source de courant « cascode régulé »
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Si VOUT diminue, M3 entrera dans sa région de non-saturation et IOUT commencera à décroitre. Cela entraîne une diminution dans la tension VGS de M4 ce qui provoque l’augmentation de la tension VGS  de M3.

La valeur minimale de VOUT est donnée par la tension VGS de M4 et Vdsat de M3. Supposons que tous les transistors soient en mode de saturation.
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Dans le schéma équivalent, j’introduis la résistance de la source I2 = RI2 (en parallèle)
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Par exemple :

Par exemple :  I1=I2 = 100µA,  KP = 25µA/V² et 
[image: image197.wmf]1

0.01

V

l

-

=


Rds =RI2= 1Mohms et gm = 70µohms
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	Type 
	ROUT
	Tension min

	Simple
	RDS
	VON

	Cascode
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	Cascode large excursion
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Amplificateurs à transconductance (OTA)

Ce circuit fournit un courant de sortie Iout proportionnel à la tension différentielle d’entrée.
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La (trans)conductance gm s'exprime en mA/V (ou en milli Siemens). Celle-ci est proportionnelle au courant de polarisation de l'amplificateur qui doit être fourni à l'amplificateur suivant la formule.
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Le courant de polarisation se nomme : Amplifier Bias Current = IABC
Nous sommes en présence d’un amplificateur de courant.

Un OTA est essentiellement constitué d'une paire différentielle et de miroirs de courant.

L'impédance d'entrée Zin est très grande (comme celle d'un AOP).

La valeur de IABC peut être très faible <1µA et le courant total ICC absorbé par un tel composant est en général inférieur  à  5.IABC, ce qui permet de réaliser des applications embarquées consommant très peu d'énergie.
2 différences distinguent l'OTA de l'AOP:

1) Puisque l'OTA est une source de courant, son impédance de sortie est élevée (contrairement à celle d'un AOP où Rs=qqs centaines d'ohms). On cherche souvent en effet pour les amplificateurs à obtenir une résistance de sortie faible, aussi les OTA modernes incorporent un buffer de courant (connectable ou pas).

2) Il est possible de concevoir des circuits sans contre-réaction. En d'autres termes, au lieu d'utiliser la CR, dont on sait qu'elle réduit la sensibilité de montages aux paramètres (de l'AOP), avec un OTA il faut simplement considérer la conductance gm comme un élément de réglage de performances comme le font des composants tels des résistances ou des condensateurs.
Comportement en fréquence

La plupart des relations entre boucle ouverte, boucle fermée et la réponse en fréquence d’un OTA sont semblables à celles d’un AOP. Pour un circuit employant une contre-réaction et pour laquelle la charge et capacitive, une relation importante donne la bande passante BW du montage en fonction de l’amplification A en boucle fermée et e courant de polarisation.
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Cette relation intéressante montre que certains réseaux actifs comme les filtres actifs peuvent avoir leurs fréquences réglées par le courant externe IABC qui peut varier facilement suivant une tension. On peut par exemple créer un filtre passe-bande dont la fréquence centrale est réglable par IABC

.
Caractéristiques principales d’un OTA

Ces dernières sont assez semblables à celles d’un AOP.
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